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Abstract (en)
[origin: JP2017207487A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a process of producing a timepiece provided with a recessed or raised external
element.SOLUTION: The process comprises: providing an electrically conductive substrate having an upper surface with a raised pattern thereon,
the pattern having a crest formed thereon; depositing an electrically insulating layer onto the upper surface of the substrate around the pattern to a
thickness less than or equal to the distance between the crest and the upper surface; depositing a metal layer CM onto the crest of the pattern by
galvanic growth such that at the end of deposition the metal layer CM partially rests on the insulating layer; dissolving the insulating layer; covering
an assembly comprising the substrate and the metal layer CM with a mass VL of a base material of a part PC, so as to allow the mass VL to form an
imprint of the assembly; and separating the mass VL and the metal layer CM from the substrate, so as to allow the mass VL to exhibit an external
element formed by a recess EV, the shape of which corresponds to the imprint of the pattern and a base FD of which interferes with the metal layer
CM (step Md_Dem).SELECTED DRAWING: Figure 1f

Abstract (fr)
L'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'une pièce (PC) dotée d'un élément d'habillage, le procédé comprenant les étapes suivantes :
- Se munir (Md_Sub) d'un substrat (SB) comprenant une surface supérieure (SP) électriquement conductrice et un motif (MT) en relief sur ladite
surface supérieure (SP), le motif (MT) comportant un sommet (ST) - Déposer (Md_Cis) une couche électriquement isolante (CI) sur la surface
supérieure (SP) du substrat (SB), autour du motif (MT), sur une épaisseur (E) inférieure ou égale à la distance (H) entre le sommet (ST) et la
surface supérieure (SP) - Déposer (Md_Cga) une couche métallique (CM) sur le sommet (ST) du motif (MT) par croissance galvanique, de sorte
qu'à l'issue de cette étape, la couche métallique (MT) repose en partie sur la couche isolante (CI) - Dissoudre (Md_Dis) la couche isolante (CI) -
Recouvrir (Md_Enr) un ensemble (ES) comprenant le substrat (SB) et la couche métallique (CM), par un volume (VL) d'un matériau de base de la
pièce (PC), le volume (VL) formant une empreinte de l'ensemble (ES) - Séparer (Md_Dem) le volume (VL) et la couche métallique (CM), du substrat
(SB), le volume (VL) présentant alors un élément d'habillage constitué par un évidemment (EV) dont la forme correspond à l'empreinte du motif (MT)
et dont le fond (FD) s'interface avec la couche métallique (CM).
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